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1

Inventia se referd la tehnologia de obtinere a
materialelor oxidice, in special la procedeele de
formare a nanostructurilor de ZnO cu diverse
forme morfologice (nanofire, nanotuburi, nanoace,
nanobaghete etc.).

Esenta inventiei constd in obtinerea nano-
structurilor de ZnO pe suporturi de siliciu sau safir,
realizdnd evaporarea dintr-o sursd, care consta
dintr-un amestec de pulberi ZnO si carbune.
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Noutatea inventiei constd in realizarea evaporarii
amestecului in mediul ambiant, totodatd tempera-
tura sursei este mentinutd intre 900...1450 °C, iar
gradientul de temperaturd dintre sursd §i suport este
stabilit in mérime de 10...120 °C.
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Descriere:

Inventia se referd la tehnologia de obtinere a materialelor oxidice, in special la procedee de formare a
nanostructurilor de ZnO cu diverse forme morfologice (nanofire, nanotuburi, nanoace, nanobaghete etc.).

Este cunoscut procedeul de obtinere a nanostructurilor de ZnO prin incilzirea pulberii de ZnO péna la
temperatura de evaporare a materialului oxidic in decurs de 1...3 ore la presiunea de 200...400 torr in
atmosferd de argon, evaporarea pulberii si formarea nanostructurilor oxidului semiconductor pe un suport
de oxid de aluminiu. Prin acest procedeu se obtin predominant nanostructuri sub forma de nano-benzi cu
sectiunea dreptunghiulari, iar evaporarea se efectueaza la temperatura de 1400 °C [1].

Este cunoscut procedeul de obtinere a nanostructurilor de ZnO prin evaporarea amestecului de pulberi
de ZnO si carbune, care joacd rolul de agent reducdtor, evaporarea pulberii oxidice si formarea
nanostructurilor de ZnO pe un suport de Si acoperit cu un strat de metal catalitic de Au. Obtinerea
nanostructurilor se efectueaza la presiunea de aproximativ 150 torr intr-un flux de Ar. Prin acest procedeu
temperatura de evaporare se reduce pand la 910 °C [2] .

Dezavantajul folosirii acestor procedee constd in necesitatea viddrii reactorului, urmat de formarea
atmosferei de argon in procesul de obtinere a materialului nanostructurat, ceea ce conduce la majorarea
costului realizdrii procedeului.

Problema pe care o rezolva inventia propusd constd in excluderea vidarii si formarii atmosferei de
argon din procesul de obtinere a nanostructurilor de ZnO, reducerea costului procedeului, totodata
asigurdnd o varietate largd a formelor morfologice a materialului oxidic nanostructurat.

Esenta inventiei constd in obtinerea nanostructurilor de ZnO pe suporturi de siliciu sau safir, realizand
evaporarea dintr-o sursd, care constd dintr-un amestec de pulberi de ZnO si cirbune. Noutatea inventiei
constd in realizarea evapordrii amestecului in mediul ambiant, totodatd temperatura sursei este mentinuta
intre 900...1450 °C, iar gradientul de temperaturd dintre sursd si suport este stabilit in mirime de 10...120
0,

C.

Rezultatul inventiei constd in obtinerea nanostructurilor de ZnO cu diferitd structurd morfologicd
conditionatd de gradientul de temperatura dintre sursa si suport.

Inventia se explica prin desenele din figurile 1...3, care reprezinta:

- fig. 1, schema instalatiei de obtinere a nanostructurilor de ZnO;

- fig. 2, imaginile (a, b, ¢, d, ¢, f) realizate la microscopul electronic de scanare a nanostructurilor de
7Zn0O obtinute la diferite valori ale gradientului de temperatura dintre sursa si suport;

- fig. 3, rezultatele analizei compozitiei nanostructurilor prin metoda dispersiei energiei razelor X.

Exemplu de realizare a inventiei.

Instalatia (fig. 1) include o sobd de tip vertical 1, care constd dintr-un tub 2 de ceramicd ALO3 cu un
incilzitor 3, infasurat pe tub 2. In interiorul tubului 2 este plasat reactorul 4 din cuart. In reactor 4 se
plaseaza sursa 5 si suportul 6 situat pe un cilindru din cuart 7. Pentru mésurarea temperaturii sursei 5 si a
suportului se folosesc termocuplurile 8.

In calitate de sursd 5 s-a folosit un amestec de pulbere de ZnQ de puritate 99,99% si cirbune 99,999%
in proportie de o unitate masd de ZnO si k unititi masd de cirbune (4 fiind mai mare ca 2). Temperatura
reactorului a fost ridicata cu viteza de 5...40 °C/min pand la temperatura de 900 °C. Obtinerea
nanostructurilor de ZnO pe suporturi 6 din siliciu s-a efectuat in atmosferd de aer la diferite valori ale
gradientului dintre sursi si suport in decurs de 2 ore. In consecinti s-au obtinut nanostructuri de ZnO cu
diferitd structurd morfologica, dupd cum este reprezentat in fig. 2 prin imaginile realizate la microscopul
electronic de scanare a nanostructurilor de ZnO. La temperatura sursei de 1110 °C i gradientul de 20 °C
se obtin nanopereti de ZnO (fig. 2a). La temperatura sursei de 1080°C si gradientul de temperaturd de 40
°C se obtin morfologii sub forma de flori, formate din nanofire de ZnO (fig. 2b). La temperatura sursei de
1040 °C si a gradientului de temperaturd de 55 °C se obtin nanoace de ZnO (fig. 2¢). La temperatura
sursei de 1050 °C si a gradientului de temperaturd de 60 °C se obtin nanobaghete de ZnO (fig. 2d). La
gradientul de temperaturd de 115 °C si 105 °C se obtin nanofaclii si nanotuburi de ZnQ, respectiv (fig. 2e
si 2f).

Compozitia stoichiometricd a nanostructurilor de ZnO este demonstratd prin analiza prin metoda
dispersiei energiei razelor X (fig. 3).
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(57) Revendicare:

Procedeu de obtinere a nanostructurilor de ZnO, care include evaporarea unui amestec de
pulberi de ZnO si carbune si depunerea nanostructurilor pe suporturi cristaline din materiale semicon-
ductoare sau dielectrice, caracterizat prin aceea ¢d evaporarea amestecului este efectuatd in mediul
ambiant, totodatd temperatura sursei fiind mentinuta intre 900...1450 °C, iar gradientul de temperaturd
dintre sursd si suport este stabilit in marime de 10...120 °C.

(56) Referinte bibliografice:

1. US 6918959 B2 2005.08.26
2. Liu D.F., Xiang Y.J., Zhang Z.X., Wang J.X., Gao Y., Song L., Growth of ZnO hexagonal
nanoprisms, Nanotechonology 16, 2665, 2005
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